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(57) Zusammenfassung: Es wird eine einfache Teststruktur
zur Uberpriifung von Isoliergrabenatzungen in SOI-Schei-
ben und die Verfahrensweise zur Durchfiihrung der Uber-
prufung beschrieben. Die Teststruktur ist so aufgebaut, dafy
nach der Atzung eine Reihe von durch unterschiedlich brei-
te zusammenhangende Graben voneinander getrennte In-
seln entsteht. Durch Messungen des elektrischen Wider-
standes zwischen je zwei benachbarten Inseln oder zwi-
schen den einzelnen Inseln und dem umgebenden Schei-
benmaterial kann die Atztiefe schnell kontrolliert werden.
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Beschreibung
Stand der Technik

[0001] Zur Integration von Niederspannungslogike-
lementen und Hochspannungsleistungselementen in
ein und demselben Siliziumschaltkreis ist es nétig,
Chipbereiche mit unterschiedlichen Potentialen von-
einander zu isolieren. Eine Méglichkeit dazu ist die di-
elektrische Isolation mittels geatzter und wieder auf-
geflllter Graben (Trench-Isolation). Dabei wird eine
vertikal wirkende Isolation zwischen Bauelement und
Substrat durch eine vergrabene isolierende Schicht
(ublicherweise Siliziumdioxid; prinzipiell sind aber
auch andere Schichten denkbar) realisiert. Eine late-
ral wirkende Isolation wird erreicht durch das Atzen
eines Grabens (Trench) bis auf die vergrabene isolie-
rende Schicht (Isoliergraben) und ein anschlieRen-
des Wiederaufflllen dieses tiefen Grabens mit isolie-
renden Schichten. Dabei kann auch nur ein Teil des
geatzten Grabens durch isolierende Materialien auf-
gefillt werden; das restliche Auffilllen des Grabens
kann dann auch durch leitende Fullschichten (z.B.
Polysilizium) erfolgen. Durch sogenannte Planarisie-
rungsschritte z.B. geignete Atzverfahren oder che-
misch-mechanisches Polieren wird eine Einebnung
der Oberflache erreicht. Der Stand der Technik ist
z.B. in den Patentschriften EP 1 184 902 A1 und EP
1220 312 A1 dargestellt. Bezuglich der Tiefe der zu
atzenden Graben treten verschiedene Probleme auf:
Um die elektrische Isolation in lateraler Richtung, d.h.
von einer zu isolierenden ,Insel" zu einer benachbar-
ten zu gewahrleisten, muf} ein Durchgreifen des Iso-
liergrabens bis auf das vergrabene Oxid sicherge-
stellt werden. Ubliche Verfahren stoRen hierbei an
ihre physikalischen Grenzen: Die ubliche Endpunk-
terkennung anhand der geadnderten Zusammenset-
zung des Atzplasmas (Sauerstoffionen im Atzplasma
vorhanden wenn die vergrabene Oxidschicht erreicht
ist) versagt, wenn der Anteil der zu atzenden Flachen
zu gering wird. Optische Verfahren gestalten sich zu-
nehmend schwierig wenn das Aspektverhaltnis (d.h.
Verhaltnis Breite zu Tiefe) zu klein wird. Ein zu langes
Atzen wiederum bewirkt aufgrund einer Riickstreu-
ung der Atzionen einen Atzangriff auf die unteren Sei-
tenwande der geatzten Graben und mul® nach Mog-
lichkeit vermieden werden. Zusatzlich ist natirlich im
Sinne eines mdglichst hohen Anlagendurchsatzes
die Atzzeit nicht (ibertrieben lange zu wéhlen.

[0002] Zweck der Erfindung ist es, die technologi-
sche Sicherheit bei der Atzung von Isoliergraben zu
erhéhen, um Ausschuld zu vermeiden, bzw. Kosten
zu sparen.

Aufgabenstellung
[0003] Aufgabe der Erfindung ist es, eine einfach zu

handhabende und sichere Methode zur Erkennung
des Zeitpunktes der Durchatzung der Isoliergraben
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auf die vergrabene Isolierschicht anzugeben.

[0004] Erfindungsgemal wird die Aufgabe mit einer
Teststruktur gelost, bei der eine Reihe zusammen-
héngender Inseln, von der jede nach der Atzung mit
einem Graben unterschiedlicher, in Stufen von Insel
zu Insel zunehmender Breite unter Einschlufd der in
der aktiven Schaltung vorkommenden Breite umge-
ben ist, wobei ein Teil des umgebenden Grabens je-
der Insel, mit Ausnahme derjenigen mit dem breites-
ten Isoliergraben, ein gemeinsames Stuck mit der be-
nachbarten Insel bildet, derart, dal dieses Teil eine
grolRere Breite, namlich die des Grabens mit dem
nachst breiteren Mal in der Reihe hat.

[0005] Unter den meisten Randbedingungen ist die
Atzrate zu einem gewissen MaR von der Breite der zu
atzenden Graben abhangig, d.h. je breiter der Gra-
ben, um so besser findet ein Austausch der Atzspe-
zies statt und um so gréRer wird die Atzrate. So wer-
den bei geeigneter ProzefRfihrung bzw. geeignetem
Layout der Breiten die breiteren Graben bereits
durchgeatzt sein, wahrend die schmalen Graben
noch nicht vollstéandig bis auf das vergrabene Oxid
ausgeatzt sind.

[0006] Durch eine elektrische Messung der Leitfa-
higkeit jeweils zwischen zwei benachbarten Inseln
Uber den gemeinsamen Isolationsgraben hinweg,
kann eine ausreichend tiefe Atzung Uberprift und
kontrolliert werden. Bei unzureichender Tiefe des
Atzprozesses, d.h. der betreffende Isolationsgraben
reicht nicht bis auf das vergrabene Oxid, kann ein um
GroéRenordnungen héherer Stromflu bzw, kleinerer
Widerstand festgestellt werden als bei ausreichender
Tiefe des geatzten Grabens. Zweckmaligerweise
mifdt man die Leitfahigkeit bzw. den Widerstand suk-
zessive zwischen den einzelnen Inseln, z.B. begin-
nend mit der Insel des schmalsten Grabens oder/und
zwischen jeweils einer der Inseln und dem umliegen-
den Scheibengebiet, womit festgestellt werden kann,
welche der Isolationsgraben bereits durchgeatzt sind
und welche nicht. Anhand einer solchen Teststruktur
kann sowohl eine ausreichend tiefe Atzung gepriift
werden (alle breiteren Graben als der in der aktiven
Schaltung verwendete Bezugsgraben und der Be-
zugsgraben sind durchgeéatzt und die restlichen mit
geringeren Breiten nicht) als auch eine unnétig lange
Atzzeit (die schmaleren Graben als der betreffende
Bezugsgraben sind durchgeatzt) festgestellt werden.

[0007] Beispielhaft ist eine erfindungsgemalie Test-
struktur schematisch in Fig. 1 abgebildet.

[0008] Fig. 1 zeigt eine Reihe von zusammenhan-
genden quadratischen Inselgebieten. Die Umrandun-
gen der Inselgebiete kennzeichnen die nach der At-
zung unterschiedlich breiten Isoliergrabengebiete.
Die Grabenbreiten der einzelnen Inseln nehmen von
A nach E zu.



DE 103 17 748 A1 2004.11.11

[0009] Fig.1a ist die Draufsicht, Fig. 1b eine
Schnittdarstellung der Isoliergraben nach einer be-
stimmten Atzzeit.

Bezugszeichenliste

Fig. 1
1 isolierende Schicht, z.B, SiO,
2 aktive Si-Schicht
A-E Inseln, umgeben von Graben unterschiedli-
cher Breite
Patentanspriiche

1. Teststruktur zur Uberpriifung von lIsoliergra-
benatzungen in SOI-Scheiben, dadurch gekenn-
zeichnet, dal} diese nach der Isoliergrabenatzung
aus einer Reihe zusammenhangender Inseln, von
der jede mit einem Graben unterschiedlicher, in Stu-
fen von Insel zu Insel zunehmender Breite unter Ein-
schlu® der in der aktiven Schaltung vorkommenden
Isoliergrabenbreite umgeben ist, besteht, wobei ein
Teil des umgebenden Grabens jeder Insel mit Aus-
nahme derjenigen mit dem breitesten Isoliergraben,
ein gemeinsames Stuck mit dem Graben der benach-
barten Insel bildet, derart, dal dieses Teil die groRere
Breite des benachbarten Grabens mit dem nachst
gréReren Breitenmal in der Reihe hat.

2. Verfahren zur Uberpriifung von Trenngra-
benatzungen in SOI-Scheiben, dadurch gekenn-
zeichnet dal} eine Teststruktur nach Anspruch 1 auf
die Prozelscheibe aufgebracht wird und nach der
Isoliergrabenéatzung der elektrische Widerstand suk-
zessive zwischen jeweils zwei benachbarten Inseln
gemessen wird und die GroRe der Betrage zur Beur-
teilung der hinreichenden Tiefe geatzter Isoliergra-
ben dient.

3. Verfahren zur Uberpriifung von Trenngra-
benatzungen in SOI-Scheiben, dadurch gekenn-
zeichnet daB eine Teststruktur nach Anspruch 1 auf
die Prozelscheibe aufgebracht wird und nach der
Isoliergrabenatzung der elektrische Widerstand suk-
zessive jeweils zwischen einer Insel und des die Insel
umgebenden Scheibengebietes gemessen wird und
die GroRe der Betrage zur Beurteilung der hinrei-
chenden Tiefe geatzter Isoliergraben dient.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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Anhangende Zeichnungen
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